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Ｄ法を用いると、 (0001)基底面から [11-20]方向へ 4-8°傾斜した表面から構成されたオ
フ基板上では、下地の 4H 多形情報が予め内包されたステップ端からの成長（ステップフロ
ーモード）が支配的となることから、幅の狭いテラス表面での二次元核形成（CVD 法では
















用した。SiC表面からの Siの優先的昇華(炭化)を抑制しながら、“SiC(s) + Si(v) → Si2C(v)”
の反応を起こさせエッチングする。本手法における最大の特徴は、熱的に安定な表面原子
の自発的な再配列機構である。それにより、オン基板表面においても、熱力学的に安定な
ステップ構造で表面を終端させることが可能になる。 
